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ZnSnN, este un material semiconductor de perspectiva pentru optoelectronica con-
temporana, fiind format din elemente chimice nontoxice si raspandite pe larg in natura.
ZnSnN, este caracterizat de valoarea latimii benzii interzise de cca 1,7-1,8 ¢V [1, 2] fiind
astfel promitator pentru aplicarea in calitate de absorbant in celula solara top in structuri
fotovoltaice de tip tandem. In general, proprietitile optice sunt mai putin studiate si la
moment multe date sunt lipsa sau contradictorii. Stabilitatea de faza si fizica defectelor
in acest semiconductor indica potentiale probleme in cresterea unui compus monofazic.
Printre metodele de sinteza se enumera MBE [3], RF sputtering [4] s.a., calitatea filmelor
obtinute fiind puternic influentatd de temperatura suportului.

In aceasta lucrare, sunt prezentate rezultate axate pe prepararea filmelor de ZnSnN,
prin DC magnetron sputtering, descrierea teoretica fiind prezentata anterior [5]. In ca-
litate de suporturi au fost folosite placi de sticla a caror temperatura a fost variata intre
30°C si 300°C. In calitate de tintd pentru magnetron a fost folosit aliajul Zn+Sn in raport
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[Zn]/[Sn]=50/50 %at. Structura probelor preparate a fost caracterizata folosind GI-XRD
(anod de Cu XKM=1,54O6OA, kKa2=1,54439A, 0,3°-1,0°), iar morfologia utilizdnd micro-
scopia de forta atomica in non-contact mode. Analiza cantitativa a difractogramelor a
fost efectuata cu folosirea metodei Rietveld [6]. Determinarea dimensiunilor nanocrista-
litelor si a microstrain-ului s-a realizat prin metoda Williamson-Hall [7] cu considerarea
pentru functia de profil a liniei de difractie functia Pseudo-Voight [8].

Analiza tabloului de difractie a straturilor preparate pe sticla (Fig.1) a demonstrat
formarea materialului semiconductor ZnSnN,, cu structura cristalind ce corespunde
retelei ortorombice Pna21 cu parametrii retelei cristaline ce depind de temperatura su-
portului (Tab.).

Tabel
Parametrii retelei cristaline pentru ZnSnN /sticla deteminate din analiza
difractogramelor pentru diferite temperaturi ale suportului

ZnSnN /sticla

T ,°C a, A b, A c, A
T34 5,870 6,777 5,474
70 5,872 6,813 5,496

100 5,897 6,772 5,475

150 5,880 6,768 5,469

200 5,855 6,771 5,473

250 5,867 6,776 5,508
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Fig. 1. Difractogramele GI-XRD a structurilor ZnSnN /sticld sub unghiuri mici (0,5°) si
morfologia suprafetei acestora (500x500 nm?)
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Fig. 2. Rugozitatea si microstrain in functie de temperatura suportului structurilor
ZnSnN /sticla

A fost stabilit ca dimensiunea cristalitelor variaza in limitele 4-16 nm, marimea lor
fiind practic constantd si maxima pentru temperaturile suportului intre 100°C si 200°C.
Rugozitatea suprafetei denotd o scadere clard de la 13 nm la 2 nm odata cu cresterea
temperaturii suportului (Fig.2). Dependenta microstrain-ului de temperatura suportului
prezinta un minim la 150°C, ce corespunde maximului intensitaii tabloului de difractie
in functie de temperatura suportului.
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